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【序】吸着分子の紫外可視光吸収と MoS2-FET を組み合わせた分子認識は、MoS2-FET の光応答波

長が 700 nm 付近に留まる[1]ため、より長波長側の光を吸収する吸着分子を認識できない可能性

がある。FET の対応波長範囲が広がれば、様々な分子に対応可能な実用的センサーの実現に近づ

く。本発表では WSe2/MoS2 ヘテロ薄膜で報告された、WSe2 の VBM から励起した電子が MoS2の

CBM に移動し、低エネルギーの PL 発光が生じる過程の低エネルギーパスに期待した[2]。第一歩

としてMoS2とWSe2の薄膜を垂直に重ねたヘテロデバイスを作り、電気測定と光応答を観測した。 

【実験方法】スタンピング法[3]を用いて SiO2 (285 nm) /p++-Si(001) 基板

に WSe2/MoS2薄膜を転写した。続けて薄膜両端に Ti (10 nm)/Au (150 nm)

電極を取り付けた。作製した WSe2/MoS2-FET（Fig. 1）に対して、電気測

定（ドレイン電流（ID）- ゲート電圧（VG）測定）および紫外可視光応

答の観測を行った。ID-VG測定では、ドレイン電圧（VD）を+50 

mV に固定した。紫外可視光は、モノクロメーターで 350- 1,000 

nm の波長範囲を 0.078 nm/sec の速度で掃引して照射した。 

【結果と考察】ID-VG測定の結果を Fig. 2a に示した。従来使用

してきた MoS2-FET における n 型動作や WSe2-FET における p 型動

作とは異なる振る舞いをし、特に Vg が負の領域で観

測されるアンチアンバイポーラ特性[4]は興味深く、将

来的にこの特性を応用した分子検出を試みたい。また、

紫外可視光応答の結果を Fig. 2b に示した。MoS2-FET

よりも 100 nm長波長の 800 nm 付近まで光応答電流が

観測できたことで、MoS2-FET で検出が困難であった、

より長波長側に吸収がある分子の化学的認識が実現できる可能性がある。 
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Fig. 1. Optical image and Schematic  

diagram of our WSe2/MoS2-FET.  

Fig. 2. ID-VG (left) and photoresponsivity (right) plots.  
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